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Priifungsantrag gem. 5 44 PatG ist gestellt 
@ Beschleunigungssensor 

@) Es wird ein Beschleunigungssensor vorgeschlagen, der 
aus einer Oberplatte (1). Mittelplatte (2) und Unterplatte (3) 
gebildet wird. Der Sensor weist eine bewegtiche Elektrode 
(4) auf. die aus der Mittelplatte (2) herausstrukturiert ist. 
Durch die Verwendung einer geschlossenen dielektrischen 
Schicht (10) auf der Oberplatte (1) und der Unterplatte (3) 
wird das Zusammenfugen der Flatten vereinfacht. da die 
Flatten nicht gegenetnander justiert werden PDussen. Durch 
die Verwendung von Anschlagen (17) wird ein Festkleben 
der seismischen Masse (33) an der Oberplatte (1) bzw. 
Unterplatte (3) vermieden. Durch die Verwendung von 
lokalen Oxidationen (18) wird die Streukapazitat verringert 
(Figur 9). 
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Stand der Technik 

Die Erfmdung gehi aus von einem Beschleunigungs- 
sensor nach der Gaitung des Hauptanspruchs. Aus der 
HP 0 369 352 sind berciis Bcschieunigungssensorcn be- 
kannt, bei denen diinne dielektrische Schichten aus Siii- 
ziumoxid fur die Verbindung von Siliziumwafem ge- lo 
nutzt werden. Diese Siliziumoxidschichten sind durch 
ganzflichige Oxidation von Silizium und nachfolgende 
Sirukturierung hergestellt 



Voneile der Erfmdung 



IS 



Der erfindungsgemafle Beschleunigungssensor nach 
den unabhangigen Anspriichen hat demgegenuber den 
VorieiL daB die Herstellung und die Auswenung der 
Sensoren vereinfachi wird. Besonders voneilhaft ist, 20 
daB das VerschlieOen der Sensoren ohne eine Justierung 
der Unier- oder Oberplaite mdglich ist 

Durch die in den abhangigen Anspruchen aufgefuhr- 
len MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen die- 
ses Sensors moglich. Durch den definierten Druck im 25 
Hohlraum wird die Dampfung der beweglichen Elektro- 
de beeinfluBt Durch die Herstellung der Sensoren 
durch Zerteilen von drei Siliziumwafem wird die Mas- 
senherstellung besonders einfach und somit billig. Wenn 
eincr dieser Wafer keine Struktur aufweist so entfaili 30 
die Justierung dieses Wafers. 

Der Sensor mit den Merkmalen des Anspruchs 5 hat 
den Voneil. daB durch die Anschiage die Bewegung der 
beweglichen Elektroden begrenzt wird. Insbesondere 
wird durch die Anschiage ein AnkJeben der beweglichen 35 
Elekirode an der Ober- oder UnierpJaite verhindert 
Durch die im abhangigen Anspruch 6 aufgefuhrten 
MaBnahmen ist eine vorteilhafte Weiterbildung dieses 
Sensors aufgezeigt, in dem die Schichten fur die Verbin- 
dung der Flatten ebenfails fur die Anschiage genutzt 40 
werden. 

Der Sensor mit den Merkmalen des Anspruchs 7 hat 
den Vorteii.daB das Verhaltnis von Nutz- zu Streukapa- 
zitat verbessert wird. Durch die in den abhangigen An- 
spruchen aufgefuhrten MaBnahmen sind vorteilhafte 45 
Weiterbildungen dieses Beschlcunigungssensors mog- 
lich. Besonders einfach kann die durch lokale Oxidation 
erzeugte Siliziumoxidschicht mit einer ganz flachig er- 
zeugten Siliziumoxidschicht verbunden werden. Durch 
die Verbindung mit zwei durch lokale Oxidation erzeug- 50 
ten Siliziumoxidschichten wird das Verhaltnis von Nulz- 
kapazitat zu Streukapazitat wetter verbessert, insbeson- 
dere wenn die Dicke einer der beiden Siliziumoxid- 
schichten durch eine Bearbeitung nach der Oxidation 
verringert ist. Besonders einfach erfolgi diese Bearbei- 55 
tung mechanisch oder durch Anwendung entsprechen- 
der Atztechniken. 

Der Beschleunigungssensor mit den Merkmalen des 
nebengeordneten Anspruchs 13 hat den Vorteil. daB er 
Anschiage aufweist. Als weiierer Vorteil ist anzusehen, eo 
dafl alle Prozesse auf der Mittelplatle erfolgen, und so- 
mit die Prozesse fur die Herstellung der Mittelplatte 
auch fur die Erzeugung der Anschiage benutzt werden. 
Durch die in den abhangigen Anspruchen aufgefuhrten 
MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen dieses 65 
Beschlcunigungssensors mdglich. Durch die Verwen- 
dung von dielektrischen Schichten die durch lokale Oxi- 
dation von Silizium hergestellt sind, wird das Verhaltnis 



von Nutzkapazitat zu Streukapazitat verbessert. Die 
Sensoren kdnnen auch durch Ober- oder Unterplatte 
verschlossen werden die aufgrund ihres geschlosscnen 
dielektrischen Filmes nicht relativ zur Mittelplatte ju- 
stiert werden mOssen. 

Durch die in den Untcranspriichen 16 bis 18 aufge- 
fuhrten MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen 
und Verbesserungcn der angegebenen Beschieuni- 
gungssensoren mdglich. Durch die genannten Abschei- 
detechniken wird die mdgliche Materialpalette fur die 
Verbindungsschichten und die Anschiage erweitert. Be- 
sonders voneilhaft ist dabei, daB diese Abscheidetechni- 
ken bei deutlich geringeren Temperaturen erfolgen als 
bei der Oxidation von Silizium. Neben Siliziumoxid kdn- 
nen dabei ebenfails dielektrische Schichten aus Silizium- 
nitrid verwendei werden. 

Zeichnungen 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in den 
Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Be- 
schreibung naher eriautert Es zeigen 

Fig. 1 die Herstellung eines Beschlcunigungssensors 
mit geschlossener dielektrischer Schicht auf der Ober- 
und Unterplatte. Fig. 2 einen Beschleunigungssensor 
mit Anschlagen, die Fig. 3 und 4 die lokale Oxidation 
von Silizium. Fig, 5 eine nachbearbeitcte lokale Oxida- 
tionsstelle. Fig. 6a eine Verbindungssielle von zwei 
strukturierten ganzflachig aufgebrachten dielektrischen 
Schichten, Fig. 6b eine Verbindungssteile mit einer lo- 
kalen Oxidation und einem ganzflachigen dielektrischen 
Film. Fig. 7 eine Verbindungssteile von zwei lokaien 
Oxidationen. Fig. 8 eine Verbindungssteile von zwei lo- 
kaien Oxidationen von denen eine nachbearbeitet ist 
und Fig. 9 einen Beschleunigungssensor mit dielektri- 
schen Schichten unterschiedlicher Dicke auf der Mittel- 
platte. 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

fn Fig. 1 werden mit 5 drei Siliziumwafer bezeichnet. 
Diese sind in Fig. I in einer auseinandergezogenen Dar- 
stellung gezeigt. urn den HerstellungsprozeB eines Be- 
schlcunigungssensors zu verdeuilichen. Wie durch die 
Pfeile angedeutet. werden die Wafer 5 miteinander ver- 
bunden um Beschleunigungssensoren herzusiellen. Die 
Sensoren werden durch Zerteilen enilang der Linien 31 
vereinzelt, um einen einzelnen Sensor mit einer Ober- 
plaite 1. einer Mittelplatte 2 und einer Unterplatte 3 zu 
bilden. Aus der Mittelplatte 2 wird eine bewegliche 
Elektrode 4 heraus strukturiert, die aus einer Biegefeder 
32 und einer seismischen Masse 33 bestehen kann. 
Durch die Verbindungsschichten 20. 19 wird erreicht. 
daB die seismische Masse 33 einen gewissen Abstand 
zur Oberplatte I und Unterplatte einhali. Biegefeder 32 
und seismische Masse 33 sind so ausgelegt. daB die seis- 
mische Masse 33 durch eine Beschleunigung aus ihrer 
Ruhelage ausgelenkt wird. Durch einen elektrischen 
AnschluB der Oberplatte 1. Mittelplatte 2. Unterplatte 3 
und eine entsprechende. hier nicht gezeigte. Elektronik 
wird die Kapazitat zwischen der Mittelplatte 2 und je- 
wcils der Oberplatte 1 und der Unterplatte 3 gemessen. 
Die Veranderung dieser Kapazitaien ist dann ein Mafl 
fur die Beschleunigung. Parallel zu diesen MeBkapazita- 
ten sind jedoch Streukapazitaten geschaltei, die ihren 
Wert nicht in Abhangigkeit von der Beschleunigung 
verandern. Um eine gute MeBbarkeit der Beschleuni- 
gung sicherzustellen sollte die Nutzkapazitat, das heiBt 
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die Kapazitat, die sich mit der Beschleunigung andert, 
sollte dabei groQ sein gegenuber der Sireukapaziiat Ein 
wesentJicher Schriii der Hersiellung der Beschleuni- 
gungssensoren ist das Verbinden der Wafer und somii 
das Verschlieflen des Hohlraumes 6. Vorzugsweise wird 5 
im Hohlraum 6 ein Unierdruck bzw. ein Vakuum einge- 
schlossen, um die Bewegung der bcwcglichen Elektrode 
4 nicht durch Dampfung der Bewegung an Luft zu be- 
hindern. Da die Oberflichen der Wafer 5 sehr glatt sind 
und durch eine chemische Vorbehandlung aktiviert sind. 10 
bildet sich sobald die Wafer 5 aufeinandergelegt wer- 
den. durch Adhasion eine so fesie Verbindung, daB ein 
nachiragliches Verschieben der aufeinandergelegten 
Wafer 5 nicht mdglich ist Durch die Verwendung einer 
Oberplatte 1 oder einer Unterpiattc 3 mit eincr ge- 15 
schlossenen dielektrischen Schicht 10 wird somit der 
HersteliungsprozeQ vereinfacht, da keine Justierung der 
Oberplatte I oder Unterplatte 3 relativ zur Mittelplatte 

2 mehr notwendig isL Die ebenfalls zur Verbindung vor- 
gesehenen Schichien der Mittelplatte kdnnen dabei 20 
ganz flachig ausgeflihn sein wie die Schicht 20 oder 
aber nur in einem kicinen Bcreich vorhanden sein. wie 
die Schicht 19. Das eigentliche Verbinden der Wafer 5 
bzw. der Oberplatte 1. Mittelplatte Z Unterplatte 3 er- 
folgt durch Aufeinanderlegen und nachfolgende Tern- 25 
peraturbehandlung. Vor dem Aufeinanderlegen werden 
die Oberflachen der Wafer chemisch aktiviert, beispiels- 
weise durch Eintauchen der Wafer in Ammoniaklosun- 
gen Oder Salpetersaure. Als Maierialien fUr die dielek- 
trischen Schichten kdnnen dabei neben Siliziumoxid- 30 
schichten auch Siliziumnitrid oder Siliziumoxinitrid ver- 
wendet werden. 

In Fig. 2 wird ein Beschleunigungssensor mit einer 
Oberplatte 1, einer Mittelplatte 2 und einer Unterplatte 

3 aus einkristallinem Silizium gezeigt Aus der Mittel- 35 
plane ist eine bewegliche Elektrode 4 herausstruktu- 
riert. Die drei Flatten 1, 2, 3 sind wieder in einer ausein- 
andergezogenen Darstellung gezeichnei. Die Verbin- 
dung zwischen Oberplatte 1. Mittelplatte 2 und Unter- 
platte 3 wird durch dielektrische Schichten 11 herge- 40 
stellt. Im Hohlraum 6 ist wieder ein Unterdruck vor- 
zugsweise ein Vakuum eingeschlossen. Der hier darge- 
siellte Sensor entspricht in seiner Funktionsweise dem 
Sensor wie er in Fig. 1 beschrieben wurde. Im Unter- 
schied zum Sensor nach Fig. 1 weist der hier gezeigte 45 
Sensor jedoch noch Anschlage 7 auf. Durch die Anschla- 
ge 7 wird die Bewegung der beweglichen Elektrode 4 
bzw. der seismischen Masse 33 begrenzt, insbesondere 
wird durch die Anschlage 7 verhindert, daB sich die 
seismische Masse 33 flachig an die Oberplatte 1 oder 50 
Unterplatte 3 aniegen kann. Die Anschlage 7 sind so 
ausgestaltct. daB es nur zu einer geringen Kontakiflache 
zwischen der seismischen Masse 33 und der Ober- bzw. 
Unterplatte kommen kann. Dabei ist es unerheblich, ob 
die Anschlage 7 auf der seismischen Masse 33 oder auf 55 
der Oberplatte 1 oder der Unterplatte 3 angeordnet 
sind. Problematisch ist ein Kontakt zwischen seismi- 
scher Masse 33 und den Flatten 1 und 2 insbesondere 
wahrend der Verbindung der Flatten, da in diesem Pro- 
zeBschritt die Oberflachen der Flatten 1. 2, 3 und der 60 
seismischen Masse 33 chemisch aktiviert sind. und es bci 
Kontakt daher zu sehr starken Adhasionskraften 
kommt. 

In Fig. 3 und 4 wird die lokale Oxidation von Silizium 
dargestellt. Ein Siliziumsubstrat 41 wird dazu mit einer 65 
ca. 150 Nanometer dicken Siliziumnitridschicht 43 be- 
deckt. Zur Verbesserung der Haftung des Siliziumni- 
trids kann noch eine dunne. ca. 50 Nanometer dicke 



Siliziumoxidschicht 42 zwischen dem Silizium 41 und 
dem Siliziumnitrid 43 gelegen sein. An den Stellen. an 
denen lokaJ Siliziumoxid erzeugt werden soil weist die 
Siliziumnitridschicht 43 eine Offnung auf. Durch Aufhei- 
zen des Wafers auf eine Temperaiur von Qber 800 Grad 
in sauerstoffhaltiger Atmosphere wird die bloBliegende 
Oberfiache des Siliziums 41 oxidiert Das dabei entste- 
hende lokaJe Siliziumoxid wachst dabei teilwcise in die 
Obcrfiache des Siliziums 41 herein und steht teilweise 
aus der Oberfiache des Siliziums 4t heraus. Dies liegt 
daran. daB das Siliziumoxid in etwa das doppelte Volu- 
men aufweist wie die zu seiner Herstellung notwendige 
Menge Silizium. Das lokale Siliziumoxid 44 erstreckt 
sich zu ca. 55% Qber der urspninglichen Oberflache des 
Siliziums 41 und zu ca. 45% in das Silizium 41 herein. 
Die Dicke des lokalen Siliziumoxids betragt beispiels- 
weiseca. I Mikrometer. 

In Fig. 5 wird ein StOck Silizium 41 mit einer nachbe- 
arbeiteten lokalen Oxidation 44 gezeigL Durch die 
Nachbearbeitung wurde der Teil des lokalen Siliziums 
44 der iiber die Oberflache des Siliziums 41 heraussteht. 
entfernt Diese Bearbeitung erfolgt entweder durch me- 
chanische Mittel, chemische Atzung oder eincr Kombi- 
nation beider Meihoden. Die entsprechenden Frozesse 
sind von der Waferherstellung bekannt. 

Die Verwendung von lokalem Siliziumoxid zur Ver- 
besserung des Verhaltnisses von Nutz- zu Streukapazi- 
taten wird in Fig. 6a und Fig. 6b verdeuilicht. In den 
Fig. 6a und b werden als Ausschnitte zwei Siliziumwafer 
5 gezeigt, die miteinander verbunden sind. In der Fig. 6a 
werden die beiden Wafer 5 durch dielektrische Schich- 
ten 45 verbunden. die durch ganzflachiges Aufbringen 
der dielektrischen Schichten und nachfolgende Struktu- 
rierung erzeugt wurden. Dies entspricht beispielsweise 
Beschleunigungssensoren wie sie in Fig. 1 bzw. Fig. 2 
gezeigt wurden. Die Streukapazitat und die Nutzkapa- 
zitat werden jeweils durch Plattenkondensatoren gebil- 
det. Die KapazitSt in einem Plattenkondensaior ist um- 
gekehrt proportional zum Abstand der Kondensator- 
platten, das heiQt je weiter die ICondensatorplatten aus- 
einander sind. umso kleiner ist die Kapazitat. Ange- 
strebt wird die Nutzkapazitat zu vergroBern und die 
Streukapazitat zu verringern. Durch den Pfeil 47 wird 
der Abstand der Kondensatorplatten der Streukapazi- 
tat gezeigt. Der Pfeil 47 zeigt den Abstand der IConden- 
satorplatten fur die Nutzkapazitat. Wie aus der Fig. 6a 
zu erkennen ist, ist der Abstand der Streukapazitat 
gleich dem Abstand der Nutzkapazitat. wenn die Wafer 
5 durch die hiergezeigten Schichten 45 verbunden wer- 
den. In der Fig. 6b wird die Verbindung von zwei Wa- 
fern 5 Qber zwei dielektrische Schichten 12 und 13 ge- 
zeigt. Die dielektrische Schicht 12 ist dabei durch lokale 
Oxidation von Silizium hergesiellt worden. Wie aus der 
Fig. 6b zu erkennen ist. wurde durch die Verwendung 
des lokalen Oxids 12 der relative Abstand der Streuka- 
pazitat 47 gegenuber dem Abstand der Nutzkapazitat 
48 verbessert. Das Verhaitnis ist nicht mehr 1 zu 1 wie in 
Fig. 6a. sondern ca. 1 zu 1.5. Bei gleichbleibender Ver- 
bindungsflache zwischen den beiden Wafern 5 wurde 
somii das Verhaitnis von Nutzkapazitat zu Streukapazi- 
tat verbessert. 

In Fig. 7 wird die Verbindung von zwei Siliziumwa- 
fern 5 mit zwei lokalen Oxidationen von Silizium 14 und 
15 gezeigt. Der relative Abstand von Nutzkapazitat 4S 
zur Streukapazitat 47 hat sich in diesem Fall auf ca. 1 zu 
2 verbessert, das heiBt bei gleicher Verbindungsflache 
wurde die Streukapazitat abermals verringert. Fig. 8 
zeigt zwei Siliziumwafer 5, die durch eine lokale Oxida- 
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tion 15 und eine nachbearbeiteie lokale Oxidation 16 
verbunden werden. In diesem Fail hat sich das Verhaii- 
nis des relaiiven Abstandes der Nutzkapaziiat 48 zur 
Streukapazitai 47 abermals zugunsien der Nutzkapazi- 
lai auf I zu 3 verschobca 5 

In Fig. 9 wird ein Beschleunigungssensor bestehend 
aus einer Oberplatte 1, einer Mittelplaite 2 und einer 
Unierplaite 3 aus einkristallinem Silizium. Aus der Mit- 
telplaite 2 ist eine bewegliche Elekirode 4 heraus struk- 
turieri. Der in Fig. 9 gezeigte Beschleunigungssensor lo 
enispricht in seiner Wirkungsweise den in Fig. I und 
Fig. 2 gezeigien Beschleunigungssensoren. Die Ober- 
platte 1 und die Unterplatie 3 weisen jeweils auf der der 
Mittelplaite 2 zugewandten Seite eine geschlossene di- 
elcktrische Schicht 10 auf, das heiOt fur das Zusammen- 15 
fugen der Plaiten 1. 2 und 3 ist keine Justierung notwen- 
dig, Weiierhin weist die seismische Masse 33 lokale Oxi- 
dationen 17 auf. die als AnschlSge verwendbar sind 
Weiterhin weist die Mittelplatte 2 lokale Oxidationen 18 
auf, die fur die Verbindung der Mittelplatte 2 mit der 20 
Oberplatte 1 und Unierplatte 3 genutzt werden. Die 
lokalcn Oxidationen 17 sind dunner als die lokalen Oxi- 
dationen 18. Dies wird im HerstellungsprozeB dadurch 
erreicht, daB die Offnungen im Siliziumnitrid zunachst 
nur fur die lokalen Oxidationen 18 vorhanden sind. Die 25 
lokale Oxidation wird dann nach einer ubrigen Zeit ab- 
gebrochen und es werden weitere Offnungen in die Sili- 
ziumniiridschicht eingebracht urn die lokalen Oxidatio- 
nen 17 zu erzeugen. Danach wird die Oxidation noch 
cine Weilc wcitergcfiihrL Durch den zeitlichen Vor- 30 
sprung sind die lokalen Oxidationen 18 dicker als die 
lokalen Oxidationen 17. Der Sensor nach Fig. 9 ist somit 
ohne Justierung verschliefibar, er weist Anschlage auf 
und das Verhaltnis von Nutz- zu Streukapazitat ist gun- 



PateniansprUche 

1- Beschleunigungssensor mit einer Ober- (1) , Mit- 
tel- (2) und Unterplatte (3) aus einkristallinem Silizi- 4( 
um. die durch oberflachliche dielektrische Schich- 
len (10—20) miteinander verbunden sind, mit einer 
durch eine Beschleunigung beweglichen Elektrode 
(4), die aus der Mittelplatte (2) herausstrukturiert ist 
und bei dem die jeweilige Kapazitai zwischen der 4* 
Ober- (1) und Unterplatte (3) und der Mittelplatte 
(2) gemessen wird, dadurch gekennzeichnet, dafl 
die Oberplatte (1) und/oder die Unterplatte (3) auf 
der der Mittelplatte (2) zugewandten Seite eine ge- 
schlossene dielektrische Schicht ( 10) aufweist. 5c 

2. Beschleunigungssensor nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet. daB die Flatten (1. 2, 3) einen 
Hohiraum (6) einschlieOen, sich die bewegliche 
Elekirode (4) in diesem Hohiraum (6) befindet und 

in dem Hohiraum (6) ein definierter Druck, vor- 55 
zugsweise ein Unterdruck, eingeschlossen ist. 

3. Beschleunigungssensor nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Beschleunigungssensor durch Zerteilen von 
drei Siliziumwafern (5) hergestellt ist. so 

4. Beschleunigungssensor nach Anspruch 3 , da- 
durch gekennzeichnet, daB mindestens einer der 
Wafer (5) keine Struktur aufweist 

5. Beschleunigungssensor mit einer Ober- (1) . Mit- 
tel- (2) und Unterplatte (3) aus einkristallinem Silizi- 65 
urn, die durch oberflachliche dielektrische Schich- 
ten (10—20) miteinander verbunden sind. mit einer 
durch eine Beschleunigung beweglichen Elekirode 
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(4)1 die aus der Mittelplatte (2) herausstrukturien 
ist und bei dem die jeweilige Kapazitsli zwischen 
der Ober- (1) und Unterplatte (3) und der Mittel- 
platte (2) gemessen wird, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Unterplatte (3) und/oder die Oberplatte (1) 
im Bereich der beweglichen Elektrode (4) und/oder 
die bewegliche Elektrode (4) der Miitelplatie (2) 
Anschlage (7) aus diclcktrischem Material aufwei- 
sen. 

6. Beschleunigungssensor nach Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet, dafl alle Flatten (1, 2, 3) di- 
elektrische Schichten (11) far die Verbindung der 
Flatten (1, 2, 3) aufweisen, und daO die auf den 
jeweiligen Flatten (I. Z3) angeordneten Anschiage 
(7)dieselbe Dicke aufweisen wie die Schichten (1 1) 
fur die Verbindung der Flatten ( 1, 2, 3). 

7. Beschleunigungssensor mit einer Ober- (I), Mii- 
tel- (2) und Unterplatte (3) aus einkristallinem Silizi- 
um, die durch oberflachliche dielektrische Schich- 
ten (10—20) miteinander verbunden sind, mit einer 
durch eine Beschleunigung beweglichen Elektrode 
(4). die aus der Mittelplatte (2) herausstrukturiert ist 
und bei dem die jeweilige Kapazitii zwischen der 
Ober- (1) und Unterplatte (3) und der Mittelplatte 
(2) gemessen wird, dadurch gekennzeichnet, daB 
die dielektrischen Schichten (10-20) aus Silizium- 
oxid bestehen und teilweise strukturiert sind, und 
dafl mindestens ein Teil des strukturierten Silizium- 
oxids durch lokaie Oxidation von Silizium herge- 
stellt isL 

8. Beschleunigungssensor nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet. daB fQr die Verbindung der 
Flatten eine durch lokale Oxidation erzeugie Silizi- 
umoxid Schicht (12) mit einer ganzflachig erzeug- 
ten Siliziumoxidschicht (13) verbunden ist. 

9. Beschleunigungssensor nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet. daB fur die Verbindung der 
Flatten zwei durch lokale Oxidation erzeugie Silizi- 
umoxid Schichten (14. 15. 16) miteinander verbun- 
den sind. 

10. Beschleunigungssensor nach Anspruch 9. da- 
durch gekennzeichnet. daB die Dicke einer der bei- 
den Siliziumoxid Schichten (15, 16) durch Bearbei- 
ten nach der Oxidation verringert ist. 

11. Beschleunigungssensor nach Anspruch 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Bearbeitung mccha- 
nisch erfolgt. 

12. Beschleunigungssensor nach Anspruch 10. da- 
durch gekennzeichnet, daB die Bearbeitung durch 
Atzen erfolgt. 

1 3. Beschleunigungssensor mit einer Ober- ( 1) . Mii- 
tel- (2) und Unterplatte (3) aus einkristallinem Silizi- 
um, die durch oberflachliche dielektrische Schich- 
ten (10—20) miteinander verbunden sind. mit einer 
durch eine Beschleunigung beweglichen Elektrode 
(4). die aus der Mittelplatte (2) herausstrukturiert ist 
und bei dem die jeweilige Kapazitat zwischen der 
Ober- (1) und Unterplatte (3) und der Mittelplatte 
(2) gemessen wird. dadurch gekennzeichnei. daB 
die Mittelplatte (2) strukturierte dielektrische 
Schichten (17, 18) aufweist, daB ein Teil dieser 
Schichten (17) als Anschiage und ein anderer Teil 
(18) zum Verbinden mit der Ober- (1) und Unter- 
platte (3) verwendbar sind, und daB die Dicke der 
Schichten (18) fur die Verbindung mit der Ober- (1) 
und der Unterplatte (3) groBer ist als die Dicke der 
als Anschiage verwendbaren Schichten (17). 

14. Beschleunigungssensor nach Anspruch 13. da- 
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durch gekennzeichn t, daB die dielektrisch n 
Schichten (17, 18) aus Siliziumdioxid bestehen und 
durch lokale Oxidation von Silizium hergestellt 
sind. 

15. Beschleunigungssensor nach Anspruch 13 oder 5 
14. dadurch gekennzeichnet, daB die Ober- (1) und 
Unterplatte (3) auf der der Mittelplatie (2) zuge- 
wandten Seite einen geschlossenen Siliziumoxid* 
film aufweisen. 

16. Beschleunigungssensor nach einem der vorher- 10 
gehenden Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB 
die dieiektrische Schichten (10—20) die nichi durch 
lokale Oxidation von Silizium hergestellt sindL 
durch ganzflichiges Aufbringen durch Sputtem, 
chemisches Abscheiden aus der Gasphase oder 15 
plasmaunterstuiztes chemisches Abscheiden aus 
der Gasphase hergestellt sind. 

17. Beschleunigungssensor nach Anspruch 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB die dieiektrische 
Schichten(10~20)aus Siiiziumoxid bestehen. 20 

18. Beschleunigungssensor nach Anspruch 16» da- 
durch gekennzeichnet, daB die dieiektrische 
Schichten (19— 20) aus Siliziumnitrid bestehen. 

19. Beschleunigungssensor nach Anspruch 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB die dielektrischen 25 
Schichten (19— 20) aus einem Borosilikatglas beste- 
hen. 
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